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Motivation : Mesures en conditions extrémes Caractérisation par microscopies a sondes locales

Investigation de I"'atmosphere de Venus IEMN, Plateforme de Caractérisation Multi Physique, Pole Champ Proche
Diodes Schottky opérant jusque 500°C Réseau RENATECH
Strategie : Nitrure de Gallium (GaN) : haute conductivité thermique AFM en conditions ambiantes : Topographie et Modes avancés

+ Metaux refractaires Morphologie + Propriétés électriques

Fabrication et caractérisation des composants realisés
- Impact des traitements de surface sur le GaN ?
- Propriétés de surface — Performances des diodes ?

Mesures de rugosité
— Dimension 3100 (Bruker)

Kelvin Probe Force Microscopy . N
— Dimension ICON (Bruker) 3100 + NSIV_§__ICON+ NSV

— Optimisation de la fabrication

Résultats
Analyse de rugosité Frequency Modulation Sidebands KPFM
- Diminution de la rugosité de 1.5 3 <0.6 nm aprés gravure plasma. Contact Potential Difference (Vceo) entre la sonde et la surface
- Pas d’influence de la puissance du plasma sur la rugosité. Mesure du CPD par compensation de forces électrostatiques
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Mesure du CPD du GaN, compareé au Highly Ordered Pyrolytic Graphite
(HOPG) fraichement exfolié. CPD wopc mesureé a 2h d’intervalle.
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CPD Gan = CPD wops (V) _ .
- Meilleures performances pour le plasma Ar le moins fort.

— Mise en perspective avec les mesures KPFM ?

Ar Plasma etching

Mesures sur 3 zones par échantillon. ieak > Stong

- Augmentation du CPD n-GaN / Pt + Références
avec la puissance du plasma.

- Hypothese : Inclusion d’Ar dans
le GaN.

— Effets de la suite du process ?
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